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1. Narisite sliko energijskih nivojev v silicijevem vzorcu, ki je dopiran s primesmi fosforja (fosfor
ima pet valen&nih elektronov). Koncentracija primesi fosforja v vzorcu znaga 1,510 cm™.
IzraCunajte energijsko razliko med dejanskim in intrinziénim Fermijevim nivojem (v enotah eV)
in jo oznacite na sliki energijskih nivojev.

(Podatki: Eg = 1,12 eV, T=297,8 K, 11, = 1300 cm*/Vs, 14, = 450 cm®/V’s)
(Resitev: EF — Efi = 424 meV)
2. Za dani napetostni stabilizator z bremenskim uporom R, izraCunajte spremembo izhodne
napetosti AU, ¢e se vhodna napetost Uy, spreminjamed 8 Vin 12 V.
(Podatki: Uzo=5,6 V, r,=20 Q, R=100 Q, R, =500 Q)
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(Resitev: AU, = 0,161-AU;, AUjzn = 644 mV)

3. V danem vezju z mpn tranzistorjem dolocite bazno upornost Rp tako, da bo napetost na
kolektorskem uporu R¢ enaka Ucc/2. Tranzistor se nahaja v aktivnem podrocju.
(Podatki: ar=0,99, Ugg = Ucc =12V, Rc =10 kQ, Ugeg = 0,7 V)

+ Ic
Ucs -
Ry L _
— B
L 7 7 R,
U
+ CE
UBB p—— UBE +
- Ucce
) LT

(Resitev: Ic =600 pA, =99, Iz = 6,06 pA, Rg = 1,86 MQ)

4. Izracunajte admitan¢na Cetveropolna parametra y; in )2, spojnega FET-a, ki deluje v delovni
tocki z Ugs = —2.0 V v podro¢ju nasi€enja in ga pri krmiljenju z majhnimi visokofrekven¢nimi
signali s frekvenco f= 10 MHz lahko nadomestimo z danim nadomestnim vezjem.
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(Resitev: Yo =4 mS — j126 pS, y2 = — j126 pS)

PiSete 60 minut, dovoljena je uporaba lista z osnovnimi ena¢bami in konstantami.
Rezultati bodo objavljeni predvidoma do ponedeljka, 10. 2. do 12. ure v Studijskem inf. sistemu.



